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イオン注入法を利用したエミッタ・BSF領域形成のセルフアラインプロセス

• これまで我々は結晶シリコン太陽電池の拡散層を形成するためのプロセス技術としてイオン注入法の開発を進めてきた。

イオン注入法によれば「イオン注入＋アニール」により拡散層を形成するため、熱拡散法では実現できないような非平衡な

不純物プロファイルを形成することが可能である。

• 裏面電極型太陽電池においては裏面にエミッタ領域とBSF領域を形成するが、極性が異なる拡散層の形成に伴う製造工

程数の増加が課題である。本研究ではイオン注入法を用いて拡散層形成の工程を削減するプロセス技術を開発する。
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• ボロン拡散層の形成後、フォトリソでエミッタ領域をパ

ターニングし、ドライエッチングとウェットエッチングを併用

してボロン層を分離後、酸化膜の庇構造を形成した。

• 酸化膜をハードマスクにビームラインタイプのリン注入を

行い、リンの注入領域と未注入領域（庇構造によるマス

ク）を形成した。

• 以上より、リソグラフィーが一工程のみのセルフアライン

プロセスでエミッタ、BSF、ギャップの形成が可能となった。
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図1 リソグラフィー一工程でエミッタ－BSF間にギャップを
形成するためのイオン注入セルフアラインプロセスフロー．

図2 酸化膜の庇構造へリン注入を行ったときの（図1(e)）の透過型
電子顕微鏡像．(b), (c), (d)は(a)の領域I, II, IIIの拡大図．

図3 酸化膜の庇構造へリン注入を行ったときの（図1(e)）
の走査型電子顕微鏡像．(a)は酸化膜付きで観察、(b)は
酸化膜剥離後の観察像．

図4 図1のプロセスフローで作製したボロン拡散層（エミッタ）、リン拡散層
(BSF)と未注入領域（ギャップ）の(a)原子間力顕微鏡像と(b)走査型容量
顕微鏡像．


	スライド番号 1

